






























































































































(a)IDS-VG 特性	(i) VDS =0.1, (ii) 0.3, (iii) 0.4, 
(iv) 0.6, (v) 0.8, (vi) 1.0 V、(b)	IDS-VDS 特性	(i) 
VG =-6, (ii) -2, (iii) 2, (iv) 6, (v) 10 V。	
図５.	 ドライトランスファー法により作
製した MoS2/h-BN 積層構造電界効果トラ




図４(a)にドライトランスファー法により作製した MoS2/h-BN 積層構造 FET の線形
領域、レーザ光非照射下室温におけるドレイン電流(IDS)-ゲート電圧(VG)特性を示す。
従来型の SiO2 上 MoS2FET で見られていたヒステリシスが MoS2/h-BN 積層構造 FET では
ほぼ消失していることがわかる。これは従来型の SiO2 上 MoS2FET においては MoS2-SiO2
界面に吸着された水分子によるトラップ状態の影響が大きかったが、MoS2/h-BN 積層構
造 FET ではその伝導特性への影響を避けられたためであると考えられる。同様にドレ
イン電圧が 1	 V 以下の線形領域における IDS-ドレイン-ソース電圧(VDS)特性（図 4(b)
）においても、ヒステリシスをほぼ消失させることに成功した。	
図５に MoS2/h-BN 積層構造 FET の非線形-飽和領域におけるドレイン-ソース電流
IDS-VDS 特性を示す。レーザ光非照射の場合、飽和電圧はゲート電圧 VG の減少に伴い、
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